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β-Ga2O3 は 4.9eV のワイドバンドギャップ半導体で、深紫外光センサへの応用やパワーデバイス

への応用が注目されている。我々は、酸素プラズマ中の Ga 蒸着によって c 面及び a 面サファイア

基板上にβ-Ga2O3薄膜を形成し、その結晶配向性をＸ線回折極点図により評価して報告している[1]。

そこでは、両方の基板に共通して、基板表面に対してβ-Ga2O3 の(-201)面が平行となるように配向

し、結晶粒が面内で約 60oずつ回転した配置をとることを報告しており、そのことは断面 TEM 像

の解析によっても確認している[2]。 

本研究では、m 面サファイア基板上に同様の方法で

β-Ga2O3 薄膜を形成して、その結晶配向性を評価した。

Fig. 1(a)にβ-Ga2O3 (-201)面の極点図を示す。図の上下方

向がサファイア基板の c 軸と平行な方向である。水平方

向の左右 30o の位置にのみβ-Ga2O3 (-201)面の回折が見ら

れるので、m 面サファイア基板の上のβ-Ga2O3 は、m 面

から 30o 傾いた a 面（Fig.1(b)参照）とβ-Ga2O3 の(-201)

面が平行になるように配向していることが分かった。 

その a 面に平行な面内での配向を調べるために、

β-Ga2O3 (002)面と(-202)面に対する極点図（(002)面と

(-202)面の回折は同じ面間隔をもっているので区別でき

ない）と、β-Ga2O3 (400)面の極点図を測定して検討した。

Fig. 2 に示す[-201], [400], [-202], [002]の四つの方向は同

一面内にあって、互いの角度は図に示した通りである。

これを使って検討し、β-Ga2O3 は、a 面に平行な面上で

[-201]方向を軸として、β-Ga2O3 の(010)面が c 軸方向に平

行になる配置と、そこから約 60o ずつ回転した配置をと

ることが分かった。二つの a 面に平行な面上で 6 方向ず

つ配置するので、m 面サファイア基板上では合計 12 方向

の結晶粒が存在することになる。 
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Fig.1 (a) Pole figure of (-201) plane 
of β-Ga2O3 thin film formed on 
m-plane sapphire substrate. 
 (b) Relationship between m-plane 
and a-plane in sapphire substrate. 

Fig.2 Relationship between [-201], 
[400], [-202], [002] directions. 

(b) 

[-202] [-201]  

[400]  
[002]  

(-201) plane 

27o  49.9o  
53.8o  

a-plane a-plane 

m-plane (substrate surface) 

 

(a) 

30o 

60
o 

90
o 

第 61 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2014 春　青山学院大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17p-E10-2

21-013


